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ー的な要請から T2 ≤ 2T1の関係を有している。このため T1は T2の上限としてその長さ


















第 4 章では結晶格子の化学的圧力を使って T1緩和を促進する分子振動を抑制すること
を試みた。Metal Organic Framework (MOF)と分子性結晶におけるスピン緩和挙動を比
較し、MOF の堅い格子を使って低エネルギーの分子振動を抑制することで、T1緩和の速
度を低下させることが可能であることを示すことができた。 
第 5 章では、博士論文全体のまとめと今後の展望を述べた。 
 
 
